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Проведено облучение углеродного композиционного материала 
КУП-ВМ ионами гелия энергией 30 кэВ и флуенсами >3·1018 см-2. 
Мониторинг изменения структуры поверхности волокна при 
изменении температуры облучения от комнатной до 600°С проводили 
при помощью измерений коэффициента γ ионно-электронной 
эмиссии. 
 Облучение ионами гелия приводит к уменьшению коэффициента γ 
с ростом температуры облучения, что значительно отличается от 
ступенчатого роста при температуре Та для облучения ионами 
аргона, неона и азота.

Разница в рельефе поверхности и в типе профилей 
дефектообразования при облучении ионами гелия в сравнении с  
другими ионами позволяет предположить, что исходная структура на 
поверхности волокна не разрушается. Наблюдаемое уменьшение 
значение коэффициента при увеличении температуры связывается с 
эффектом анизотропии ионно-электронной эмиссии [2,3] при 
изменении рельефа на поверхности. Это позволяет предположить, 
что температурные зависимости ионно-электронной эмиссии 
отражают текстурные изменения поверхности, что можно 
использовать для контроля текстуры оболочки углеродного волокна. 
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Измерение флуенса налетающих ионов и коэффициента ионно-
электронной эмиссии:  γ= Ie/ Ii

Растровая электронная микроскопия
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Исследования ионно-электронной эмиссии рассматриваются как 
один из методов контроля изменений, происходящих при внесении 
радиационных нарушений и ионно-индуцированной модификации 
материала. Такие исследования являются актуальными и для 
углеродных материалов ядерных энергетических установок, для 
которых активно обсуждаются эксперименты по имитации 
радиационного воздействия  с помощью ионно-лучевых установок [1]. 
При этом исследования ионно-электронной эмиссии позволят 
отслеживать изменения в материале непосредственно при 
проведении эксперимента. 
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В экспериментах использовали:

o Образц  о нонаправленного композита КУП-ВМ,
армированного углеродными волокнами  ВМН-4

o Ленту углеродного волокна "Кулон"

При этом температурные зависимости коэффициента 
ионно-электронной эмиссии получали при стационарных 
условиях облучения, когда максимум радиационных нарушений был 
на поверхности углеродного материала. В данной работе приводятся 
данные по облучению ионами гелия, для которого максимум  
радиационных нарушений расположен в глубине.

Температурная зависимость коэффициента ионно-электронной 
эмиссии при облучении ионами гелия
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